
بسمه تعالي

 ساعت1: وقت–1385/ 12/ 24–"فيزيك الكترونيك" اولترمآزمون ميان

1سوال

)2(

gr/cm3(ρ  ( .  را بدست آوريدGaAsبا استفاده از اطلاعات زير، چگالي اتمهاي 

GaAs،cm 10-8 ×a ايثابت شبكه = N0(Atom/mole). است5.65 = 6.02 * 10
23

m(Ga)=69.7(gr/mole)       m(As)=74.9 (gr/mole)

2سوال

)2(

يست؟ ثابت ن، چرا  جرم الكترون در يك نيمه هاديچيست؟مفهوم جرم موثر ) الف

كاهش در جرم مـوثر     . ي كوچكتر شود  افرض كنيد كه جرم موثر الكترون در سيليكون به گونه         ) ب

در دمـاي اتـاق خواهـد    Ei و موقعيـت    ni و NCلات در نوار هـدايت،  چه اثري روي چگالي حا

داشت؟

3سوال

)3(

315  داراي      P نـوع    Siهادي  اي از نيمه  نمونه
0 10 −== cmNP a  چـه مقـدار از يـك       . باشـد  مـي

هـادي  ي فوق اضافه كنـيم تـا اينكـه نيمـه    نمونهاست به Ed =0.4 eV -EC كهناخالصي دهنده

314حاصل داراي   
0 10 −= cmn هـادي را قبـل از وارد كـردن          ديـاگرام بانـد انـرژي نيمـه        . گردد

. بطور جداگانه رسم كنيدناخالصي و بعد از وارد كردن ناخالصي

}Κ==×= − 300,1.1,105.1 310 TeVEcmn gi{

4سوال

)2(

.  را توضيح دهيدGaAs براي ماده nوع هادي نچگونگي ايجاد نيمهروشهاي )الف

AsGaAl  در تركيب xضريب ) ب XX   جه تاثيري در خصوصيات فيزيكي ماده دارد؟1−

.را توضيح دهيد) indirect(و غيرمستقيم) direct(ماده مستقيم) ج

5سوال

)1(

T=300(اتـاق  در دماي Siي غير واگن براي ثابت كنيد حداكثر غلظت ناخالصي دهنده K (  برابـر

318106.1است با  −×= cmND.
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 منصوري-موفق باشيد


